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М О Д У Л Ь  Д И О Д Н Ы Й  Н И З К О Ч А С Т О Т Н Ы Й  

МДД- 80 

♦ VRRM = 400 - 1600 В 

♦ IF(AV) = 80 А (TC = 100 °C) 

♦ IFSM = 2 кA (Tj = 140 °C) 

♦ отвод тепла через алюмонитридную керамику, 
изолирующую медное основание  

♦ прижимная конструкция 
♦ высокая энерготермоциклостойкость                        

(105 при ∆ТС = 70 ºС) 
♦ ширина корпуса 20 мм 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

Значения параметров 
Наименование параметра Условное 

обозначение мин. тип. макс. 

Единица 

измерения 

Повторяющееся импульсное обратное напряжение,
Tj = - 60 °C …+ 140 °C VRRM 400 - 1600 

Неповторяющееся импульсное обратное 
напряжение, 
Tj = - 60 °C …+ 140 °C  

VRSM 500 - 1700 
В 

Повторяющийся импульсный обратный ток,            
Tj = 140 °C, VR =VRRM IRRM - - 4,5 мА 

Максимально допустимый средний прямой ток, 
f = 50 Гц, ТС = 100 °C IF(AV) - -         

   80 
Действующий прямой ток , f = 50Гц, ТС = 100 ºС         IRMS - - 125 

А 

Ударный прямой ток, 
VR = 0, Tj = 140 °C, tp = 10 мс IFSM - - 2 кА 

Защитный показатель I2t - - 20 кА2c 

Температура перехода Tj - 60 - + 140 
Температура хранения Tstg - 60 - + 50 

°C 
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Рис. 2. Переходное тепловое сопротивление переход-корпус                                                 
( постоянный ток ) 
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Рис. 3. Средняя мощность прямых потерь  
(однополупериодный синусоидальный импульс) 

 

Рис. 4. Средняя мощность прямых потерь 
(прямоугольный импульс) 
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Рис. 5. Максимально допустимая температура корпуса при двустороннем охлаждении  
(однополупериодный  синусоидальный импульс) 

 

Рис. 6. Максимально допустимая температура корпуса при двустороннем охлаждении 
(прямоугольный импульс) 
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Рис. 7. Зависимость допустимой амплитуды ударного тока от длительности импульса 
(полусинусоида) 
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Рис. 8. Зависимость допустимой амплитуды ударного тока от числа импульсов 
синусоидальной формы 

(10 мс, 50 Гц) 
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Рис. 9. Зависимость заряда обратного восстановления от скорости спада тока 
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Рис. 10. Зависимость тока обратного восстановления от скорости спада тока 
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Рис. 11. Габаритные и установочные размеры 

 
 
 
 
 


